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(57)摘要

一种用于封装有机发光二极管（OLED）器件

的系统和方法，允许：将基板和多个遮罩有效地

接收至真空处理环境中、在一或更多个工艺腔室

间传输基板和多个遮罩以沉积封装层，并且从处

理系统中移除基板和多个遮罩。一种封装有机发

光二极管（OLED）器件的方法，包括：将一或更多

个遮罩置于基板上以将封装层沉积于设置在基

板上的OLED器件之上。一种封装有机发光二极管

（OLED）器件的处理系统，包括：一或更多个传输

腔室；一或更多个负载锁定腔室，耦接至每个传

输腔室并可操作以将遮罩接收至真空环境中；以

及一或更多个工艺腔室，耦接至每个传输腔室并

可操作以将封装层沉积于基板上。
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1.一种封装有机发光二极管(OLED)器件的方法，包括：

将第一屏蔽置于基板上，所述第一屏蔽具有穿过所述第一屏蔽形成的开口，所述基板

具有一或更多个对准标记，所述第一屏蔽具有第一尺寸，其中所述基板设置于基板支撑件

上，所述基板支撑件具有形成于所述基板支撑件中的开口；

用所述第一屏蔽，将第一封装层沉积于设置在所述基板上的所述OLED器件之上，其中

在第一工艺腔室中将所述第一屏蔽置于所述基板之上，所述第一工艺腔室具有遮蔽框和设

置在所述第一工艺腔室外部的对准视觉化系统，且在所述第一工艺腔室中将所述第一封装

层沉积于设置在所述基板之上的所述OLED器件之上，并且其中所述对准视觉化系统可操作

以将一光线照射通过形成于所述基板支撑件中的所述开口并照射在所述遮蔽框上的一位

置处，并且所述对准视觉化系统测量从所述对准标记至穿过所述第一屏蔽形成的所述开口

的边界的距离；

将第二屏蔽置于所述基板上，所述第二屏蔽具有第二尺寸；

用所述第二屏蔽，将缓冲层沉积于所述第一封装层和所述OLED器件之上；

将第三屏蔽置于所述基板上，所述第三屏蔽具有与所述第一尺寸相等的尺寸；

用所述第三屏蔽，将第二封装层沉积于所述缓冲层、所述第一封装层和所述OLED器件

之上。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一封装层和所述第二封装层包括硅氮

化物。

3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述第二尺寸与所述第一尺寸不同。

4.如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述第二尺寸与所述第一尺寸相同。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第二尺寸与所述第一尺寸相同。

6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一屏蔽和所述第三屏蔽包括实质上相

同的屏蔽图案。

7.一种封装有机发光二极管(OLED)器件的方法，包括：

将基板和第一屏蔽接收至第一传输腔室中，所述基板具有一或更多个对准标记，所述

第一屏蔽具有第一尺寸和穿过所述第一屏蔽形成的开口；

在第一工艺腔室中将所述第一屏蔽置于所述基板之上，所述基板设置于第一基板支撑

件上，所述第一基板支撑件具有形成于所述第一基板支撑件中的开口，所述第一工艺腔室

具有第一遮蔽框和设置在所述第一工艺腔室外部的第一对准视觉化系统，其中所述第一对

准视觉化系统可操作以将一光线照射通过形成于所述第一基板支撑件中的所述开口并照

射在所述第一遮蔽框上的一位置处，并且所述第一对准视觉化系统测量从所述对准标记至

穿过所述第一屏蔽形成的所述开口的边界的距离；

用所述第一屏蔽将第一封装层沉积到设置在所述基板上的所述OLED器件之上，其中在

所述第一工艺腔室中将所述第一屏蔽置于所述基板之上，且在所述第一工艺腔室中将所述

第一封装层沉积于设置在所述基板之上的所述OLED器件之上；

将所述基板和第二屏蔽接收至第二传输腔室中，所述第二屏蔽具有穿过所述第二屏蔽

形成的开口；

在第二工艺腔室中将所述第二屏蔽置于所述基板之上，所述基板设置于第二基板支撑

件上，所述第二基板支撑件具有形成于所述第二基板支撑件中的开口，所述第二工艺腔室
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具有第二遮蔽框和设置在所述第二工艺腔室外部的第二对准视觉化系统，其中所述第二对

准视觉化系统可操作以将一光线照射通过形成于所述第二基板支撑件中的所述开口并照

射在所述第二遮蔽框上的一位置处，并且所述第二对准视觉化系统测量从所述对准标记至

穿过所述第二屏蔽形成的所述开口的边界的距离；

在所述第二工艺腔室中用所述第二屏蔽将缓冲层沉积于所述第一封装层和所述OLED

器件之上；

将所述基板和第三屏蔽接收至第三传输腔室中，所述第三屏蔽具有穿过所述第三屏蔽

形成的开口，所述第三屏蔽与所述第一屏蔽具有实质相同的屏蔽图案：

在第三工艺腔室中将所述第三屏蔽置于所述基板之上，所述基板设置于第三基板支撑

件上，所述第三基板支撑件具有形成于所述第三基板支撑件中的开口，所述第三工艺腔室

具有第三遮蔽框和设置在所述第三工艺腔室外部的第三对准视觉化系统，其中所述第三对

准视觉化系统可操作以将一光线照射通过形成于所述第三基板支撑件中的所述开口并照

射在所述第三遮蔽框上的一位置处，并且所述第三对准视觉化系统测量从所述对准标记至

穿过所述第三屏蔽形成的所述开口的边界的距离；以及

在所述第三工艺腔室中用所述第三屏蔽将第二封装层沉积于所述缓冲层、所述第一封

装层和所述OLED器件之上。

8.如权利要求7所述的方法，还包括：

在沉积所述第一封装层之后，将所述第一屏蔽传输至与所述第一传输腔室耦接的第一

负载锁定腔室；

在沉积所述缓冲层之后，将所述第二屏蔽传输至与所述第二传输腔室耦接的第二负载

锁定腔室；以及

在沉积所述第二封装层之后，将所述第三屏蔽传输至与所述第三传输腔室耦接的第三

负载锁定腔室。

9.如权利要求7所述的方法，还包括：

在沉积所述第一封装层之后，将所述基板接收至耦接在所述第一传输腔室和所述第二

传输腔室之间的第一中间腔室中；以及

在沉积所述缓冲层之后，将所述基板接收至耦接在所述第二传输腔室和所述第三传输

腔室之间的第二中间腔室中。

10.如权利要求9所述的方法，还包括：

旋转设置在所述第一中间腔室中的支撑构件，以便将所述基板置于更靠近于传输腔

室。

11.如权利要求7所述的方法，还包括：

将所述第一屏蔽存储在第一屏蔽腔室中；和

在所述第一屏蔽腔室中加热所述第一屏蔽。

12.如权利要求11所述的方法，还包括：

在所述第一工艺腔室中将所述第一屏蔽置于所述基板上之前，从与所述第一传输腔室

耦接的所述第一屏蔽腔室接收所述第一屏蔽。

13.一种用于封装有机发光二极管(OLED)器件的处理系统，包括：

第一传输腔室；
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第一负载锁定腔室，所述第一负载锁定腔室与所述第一传输腔室耦接，并且所述第一

负载锁定腔室可操作以将一或更多个具有第一尺寸的第一屏蔽接收至真空环境中，所述第

一屏蔽具有穿过所述第一屏蔽形成的开口；

第一工艺腔室，所述第一工艺腔室具有第一遮蔽框和设置在所述第一工艺腔室外部的

第一对准视觉化系统，所述第一工艺腔室与所述第一传输腔室耦接，并且所述第一工艺腔

室可操作以将所述第一屏蔽置于基板上且将第一封装层沉积于所述基板上，所述基板具有

一或更多个对准标记，其中所述基板设置于第一基板支撑件上，所述第一基板支撑件具有

形成于所述第一基板支撑件中的开口，其中所述第一对准视觉化系统可操作以将一光线照

射通过形成于所述第一基板支撑件中的所述开口并照射在所述第一遮蔽框上的一位置处，

并且所述第一对准视觉化系统测量从所述对准标记至穿过所述第一屏蔽形成的所述开口

的边界的距离；

第二传输腔室，所述第二传输腔室可与所述第一传输腔室可传输连通；

第二负载锁定腔室，所述第二负载锁定腔室与所述第二传输腔室耦接，并且所述第二

负载锁定腔室可操作以将一或更多个具有第二尺寸的第二屏蔽接收至真空环境中，所述第

二屏蔽具有穿过所述第二屏蔽形成的开口；

第二工艺腔室，所述第二工艺腔室具有第二遮蔽框和设置在所述第二工艺腔室外部的

第二对准视觉化系统，所述第二工艺腔室与所述第二传输腔室耦接，并且所述第二工艺腔

室可操作以将所述第二屏蔽置于所述基板上且将缓冲层沉积于所述基板上，其中所述基板

设置于第二基板支撑件上，所述第二基板支撑件具有形成于所述第二基板支撑件中的开

口，其中所述第二对准视觉化系统可操作以将一光线照射通过形成于所述第二基板支撑件

中的所述开口并照射在所述第二遮蔽框上的一位置处，并且所述第二对准视觉化系统测量

从所述对准标记至穿过所述第二屏蔽形成的所述开口的边界的距离；

第三传输腔室，所述第三传输腔室可与所述第二传输腔室可传输连通；

第三负载锁定腔室，所述第三负载锁定腔室与所述第三传输腔室耦接，并且所述第三

负载锁定腔室可操作以将一或更多个具有第三尺寸的第三屏蔽接收至真空环境中，所述第

三屏蔽具有穿过所述第三屏蔽形成的开口；以及

第三工艺腔室，所述第三工艺腔室具有第三遮蔽框和设置在所述第三工艺腔室外部的

第三对准视觉化系统，所述第三工艺腔室与所述第三传输腔室耦接，并且所述第三工艺腔

室可操作以将所述第三屏蔽置于基板上且将第二封装层沉积于所述基板上，其中所述基板

设置于第三基板支撑件上，所述第三基板支撑件具有形成于所述第三基板支撑件中的开

口，其中所述第三对准视觉化系统可操作以将一光线照射通过形成于所述第三基板支撑件

中的所述开口并照射在所述第三遮蔽框上的一位置处，并且所述第三对准视觉化系统测量

从所述对准标记至穿过所述第三屏蔽形成的所述开口的边界的距离。

14.如权利要求13所述的处理系统，还包括：

第一中间腔室，所述第一中间腔室耦接在所述第一传输腔室和所述第二传输腔室之

间；

第二中间腔室，所述第二中间腔室耦接在所述第二传输腔室和所述第三传输腔室之

间；以及

一或更多个屏蔽腔室，所述一或更多个屏蔽腔室与所述传输腔室中的一或更多个传输
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腔室耦接，并且所述一或更多个屏蔽腔室可操作以加热所述一或更多个屏蔽。

15.如权利要求13所述的处理系统，还包括：

第一传输机器人，所述第一传输机器人被设置在所述第一传输腔室中，并且所述第一

传输机器人可操作以在所述第一负载锁定腔室和所述第一工艺腔室之间传输所述一或更

多个第一屏蔽；

第二传输机器人，所述第二传输机器人被设置在所述第二传输腔室中，并且所述第二

传输机器人可操作以在所述第二负载锁定腔室和所述第二工艺腔室之间传输所述一或更

多个第二屏蔽；以及

第三传输机器人，所述第三传输机器人被设置在所述第三传输腔室中，并且所述第三

传输机器人可操作以在所述第三负载锁定腔室和所述第三工艺腔室之间传输所述一或更

多个第三屏蔽。
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用于OLED封装的屏蔽管理系统和方法

技术领域

[0001] 本发明的实施例关于一种用于对基板上形成的有机发光器件进行封装的系统和

方法。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(OLED)被使用于电视屏幕、计算机显示器、移动电话及其他手持

装置等的制造上，以显示信息。一个典型的OLED可包含位于两个电极间的有机材料层，而电

极与有机材料层皆以一种形成具有可个别加电的像素的矩阵显示面板的形式沉积于一基

板上。OLED通常被置于两个玻璃平板之间，玻璃平板的边缘密封而将OLED封装于内。

[0003] 在制造这类显示装置的过程中会遇到许多挑战。举一个例子，为避免可能发生的

装置污染，将OLED封装于两个玻璃平板之间，在此过程中必须有很多劳力密集的步骤。再举

一例，不同尺寸的显示屏幕与连带的不同尺寸的玻璃平板，可能需要实质地重新配置用以

形成显示装置的工艺及工艺硬件。

[0004] 因此，一直以来皆存在着对于用以形成OLED显示装置的新的及改良的装置及方法

的需求。

发明内容

[0005] 在一实施例中，一种封装有机发光二极管(OLED)器件的方法包括：将第一屏蔽置

于基板上，所述第一屏蔽具有第一尺寸；以及用所述第一屏蔽将第一封装层沉积于设置在

所述基板上的OLED器件之上。所述方法还包括：将第二屏蔽置于所述基板上，所述第二屏蔽

具有第二尺寸；以及用所述第二屏蔽将缓冲层沉积于所述第一封装层和所述OLED器件之

上。所述方法还包括：将第三屏蔽置于所述基板上，所述第三屏蔽具有与所述第一尺寸相等

的尺寸；以及用所述第一屏蔽将第二封装层沉积于所述缓冲层、所述第一封装层和所述

OLED器件之上。

[0006] 在另一实施例中，一种在处理系统中封装有机发光二极管(OLED)器件的方法包

括：将基板和第一屏蔽接收至第一传输腔室中；在第一工艺腔室中将所述第一屏蔽置于所

述基板之上；以及在所述第一工艺腔室中将第一封装层沉积到设置在所述基板上的OLED器

件之上。所述方法还包括：将所述基板和第二屏蔽接收至第二传输腔室中；在第二工艺腔室

中将所述第二屏蔽置于所述基板之上；以及在所述第二工艺腔室中将缓冲层沉积于所述第

一封装层和所述OLED器件之上。所述方法还包括：将所述基板和第三屏蔽接收至第三传输

腔室中，所述第三屏蔽与所述第一屏蔽具有实质相同的屏蔽图案；在第三工艺腔室中将所

述第三屏蔽置于所述基板之上；以及在所述第三工艺腔室中将第二封装层沉积于所述缓冲

层、所述第一封装层和所述OLED器件之上。

[0007] 在还有一个实施例中，一种用于封装有机发光二极管(OLED)器件的处理系统包

括：第一传输腔室；第一负载锁定腔室，所述第一负载锁定腔室与所述第一传输腔室耦接，

并且所述第一负载锁定腔室可操作以将一或更多个第一屏蔽接收至真空环境中；以及第一
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工艺腔室，所述第一工艺腔室与所述第一传输腔室耦接，并且所述第一工艺腔室可操作以

将第一封装层沉积于基板上。所述处理系统还包括：第二传输腔室，所述第二传输腔室可与

所述第一传输腔室可传输连通；第二负载锁定腔室，所述第二负载锁定腔室与所述第二传

输腔室耦接，并且所述第二负载锁定腔室可操作以将一或更多个第二屏蔽接收至真空环境

中；以及第二工艺腔室，所述第二工艺腔室与所述第二传输腔室耦接，并且所述第二工艺腔

室可操作以将缓冲层沉积于所述基板上。所述处理系统还包括：第三传输腔室，所述第三传

输腔室可与所述第二传输腔室可传输连通；第三负载锁定腔室，所述第三负载锁定腔室与

所述第三传输腔室耦接，并且所述第三负载锁定腔室可操作以将一或更多个第三屏蔽接收

至真空环境中；以及第三工艺腔室，所述第三工艺腔室与所述第三传输腔室耦接，并且所述

第三工艺腔室可操作以将第二封装层沉积于所述基板上。

附图说明

[0008] 因此，可详细地理解本发明的上述特征结构的方式，即上文简要概述的本发明的

更具体描述可参照实施例进行，所述实施例中一些实施例图示在附图中。然而，应注意，附

图仅图示本发明的典型实施例，且因此附图不应被视为本发明范围的限制，因为本发明可

允许其他等效的实施例。

[0009] 图1A和1B示出用于封装OLED器件的工艺。

[0010] 图2示出可操作以执行封装OLED器件的第一工艺的处理系统200。

[0011] 图3示出可操作以执行封装OLED器件的第二工艺的处理系统300。

[0012] 图4和图5示出可操作以封装OLED器件的处理系统。

[0013] 图6示出与工艺腔室和屏蔽腔室可传输连通的传输腔室的示意性剖面视图。

[0014] 图7示出与两个中间腔室可传输连通的传输腔室的示意性剖面视图。

[0015] 图8A和8B示出中间腔室的示意性俯视图和侧视图。

[0016] 图9A和9B示出传输机器人的上臂和下臂的俯视图。

[0017] 图10是根据一实施例的CVD装置的示意性剖面视图。

[0018] 图11是根据一实施例的遮蔽框的仰视图。

[0019] 图12是示出相对于视觉化系统的对准元件的示意性图示。

[0020] 图13是示出屏蔽在基板上正确对准时的穿过基板的仰视图。

[0021] 图14是根据一实施例的屏蔽和对准系统的示意性等距视图。

[0022] 图15是位于基板上的屏蔽的放大视图。

具体实施方式

[0023] 本发明的实施例包括用于对基板上形成的OLED器件进行封装的系统和方法。这里

描述的方法和腔室配置允许将基板和多个屏蔽有效地纳入真空处理环境中、在一或更多个

工艺腔室间传输基板和多个屏蔽以沉积封装层，并且从处理系统中移除基板和多个屏蔽。

尽管各个实施例被描述为对于特定类型的工艺腔室和沉积工艺而执行，但这些实施例也可

用于其他类型的工艺腔室和沉积工艺，并且这些实施例不限于这里描述的示例性的工艺腔

室和沉积工艺。这里描述的实施例也可用于各种类型、形状和尺寸的屏蔽和基板。

[0024] 图1A和1B示出用于封装OLED器件的工艺。如图所示，OLED  130可以被沉积于基板
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110上，并且OLED  130可用包括氮化硅(SiN)、三氧化二铝(Al2O3)和/或诸如聚合物的含碳层

在内的一或更多个层来封装。接触层120可以形成于OLED  130和基板110之间。在层沉积和

图案化工艺期间，可以使用一或更多个屏蔽来将接触层120的多个部分覆盖在基板110上。

通过遮盖接触层120的多个部分，可以与被封装的OLED  130建立电连接，而无需刺穿(多个)

封装层，刺穿封装层可能使OLED  130暴露于有害湿气。

[0025] 图1A示出用于封装OLED器件的工艺100。在工艺100中，具有第一尺寸的第一屏蔽

115被设置在基板110和/或接触层120上。基板110和第一屏蔽115被置于工艺腔室中，用于

将第一层140沉积于OLED  130上。第一层140可以是例如使用化学汽相沉积(CVD)工艺沉积

的硅氮化物层，或是使用物理汽相沉积(PVD)工艺沉积的铝氧化物层。然后从基板110的表

面移除第一屏蔽115，并且将具有第二尺寸的第二屏蔽125置于基板110上以便遮盖第一层

140、接触层120和/或基板110的一部分。基板110和第二屏蔽125被置于第二工艺腔室中，以

便将第二层150沉积于第一层140和OLED  130上。第二层150可以是含碳层，诸如使用单体蒸

发工艺沉积的聚合物层，第二层150可用作对OLED  130上沉积的层进行缓冲的缓冲层。然后

从基板110的表面移除第二屏蔽125，并且将具有和第一尺寸相等(或实质上相等)尺寸的第

三屏蔽135置于基板110和/或接触层120上。然后将基板110和第三屏蔽135置于第三工艺腔

室中，用于将第三层160沉积于第二层150、第一层140和OLED  130上。第三层160可以是例如

使用CVD工艺沉积的硅氮化物层，或是使用PVD工艺沉积的铝氧化物层。

[0026] 用于形成第一层140的屏蔽115可以与用于形成第三层160的屏蔽135是相同的屏

蔽，或者，用于形成第一层140的屏蔽115可以与用于形成第三层160的屏蔽135是具有相同

(或实质上相同)图案的不同的屏蔽。任选地，第一层140和第三层160可以被沉积于同一个

工艺腔室中。例如，包括氮化硅(SiN)的第一层140可以被沉积于工艺腔室中，且包括氮化硅

(SiN)的第三层160可以被沉积于工艺腔室中。

[0027] 在各个实施例中，基板可具有约1300毫米(mm)的宽度、约1500mm的高度以及约

0.4-0.5mm的厚度。基板可由玻璃材料或具有低热膨胀系数的类似材料形成。OLED可用多个

层来封装，诸如3－5层或更多层，每一层以约80℃至约100℃的温度来沉积。封装层的厚度

可以是约500纳米(nm)。(多个)缓冲层的厚度可以是约1nm至约2nm。屏蔽115、125、135可具

有约1500mm的宽度、约1700mm的高度、约0.1mm的厚度，以及大于约0.7mm的框架厚度。屏蔽

材料可由具有低热膨胀系数的材料形成，诸如因瓦合金。屏蔽115、125、135与基板的对准可

以在每个工艺腔室内执行，或者屏蔽115、125、135与基板的对准可以在将屏蔽和基板置于

工艺腔室内之前执行。

[0028] 图2示出可操作以执行封装OLED器件的工艺100的处理系统200。尽管结合工艺100

描述了处理系统200，但是处理系统200也能用于其他工艺。处理系统200包括四个负载锁定

腔室210、五个中间腔室220、四个传输腔室230以及十二个工艺腔室240、242。传输机器人

232被设置在每个传输腔室230中。

[0029] 每个传输腔室230可以与负载锁定腔室210连通，用于将屏蔽与每个腔室群集的工

艺腔室240、242快速交换。此外，每个传输腔室230与中间腔室220连通，用于在处理系统200

的各个腔室群集之间移动基板和屏蔽。中间腔室220也可以用作屏蔽重置腔室。传输腔室

230与十二个工艺腔室240、242连通。工艺腔室240、242中的一或更多个工艺腔室可用于在

OLED器件上提供硅氮化物(SiNx)、三氧化二铝(Al2O3)、六甲基二硅氧烷(HMDSO)和/或其他
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封装层和/或缓冲层。在一些实施例中，屏蔽对准和交换可以发生在工艺腔室240、242中。

[0030] 屏蔽供应源217可以与每个负载锁定腔室210可传输连通，以便将基板和/或屏蔽

从大气环境引入腔室。例如，负载锁定腔室210可用于在屏蔽盒中将一或更多个屏蔽从大气

环境传输到真空环境中。参考箭头205代表(多个)基板穿过处理系统200的流动方向。参考

箭头215代表(多个)屏蔽穿过处理系统200的流动方向。如下详述，屏蔽和基板可以彼此独

立地在多个腔室间传输。

[0031] 在处理系统200的操作期间，基板110被置于第一中间腔室220内。一或更多个第一

屏蔽115的盒从屏蔽供应源217被传输到第一负载锁定腔室210，例如通过传输机器人232来

传输。设置在第一传输腔室230中的传输机器人232从第一中间腔室220取回基板110，从第

一负载锁定腔室210取回第一屏蔽115，并且将基板110和第一屏蔽115置于工艺腔室240中

以便将第一层140沉积于设置在基板110上的OLED  130之上。在沉积第一层140之后，从工艺

腔室240移除基板110和第一屏蔽115。从基板110移除第一屏蔽115，并且将第一屏蔽115传

输至第一负载锁定腔室210中进行存储。然后将基板110传输至第二中间腔室220。任选地，

可以配置每个中间腔室220进行旋转，以便将屏蔽和/或基板置于狭缝阀门附近，以便于传

输机器人232获取。

[0032] 接着，第二传输腔室230中的传输机器人232从第二中间腔室220获取基板110。从

一或更多个第二屏蔽125的盒获取第二屏蔽125，所述一或更多个第二屏蔽125的盒已从屏

蔽供应源217被传输至第二负载锁定腔室210。传输机器人232将基板110和第二屏蔽125置

于工艺腔室242中，用于将第二层150沉积在第一层140和OLED  130上。在沉积第二层150之

后，从工艺腔室242移除基板110和第二屏蔽125。从基板110移除第二屏蔽125，并且将第二

屏蔽125传输至第二负载锁定腔室210中进行存储。然后将基板110传输至第三中间腔室

220。

[0033] 第三传输腔室230中的传输机器人232从第三中间腔室220获取基板110。从一或更

多个第三屏蔽135的盒获取第三屏蔽135，所述一或更多个第三屏蔽135的盒已从屏蔽供应

源217被传输至第三负载锁定腔室210。传输机器人232将基板110和第三屏蔽135置于工艺

腔室240中，用于将第三层160沉积在第二层150、第一层140和OLED  130上。在沉积第三层

160之后，从工艺腔室240移除基板110和第三屏蔽135。从基板110移除第三屏蔽135，并且将

第三屏蔽135传输至第三负载锁定腔室210中进行存储。然后将基板110传输至第四中间腔

室220。

[0034] 一旦基板110到达第四中间腔室220，第四传输腔室230中的传输机器人232就可以

获取基板110，并将基板110和屏蔽置于工艺腔室中以便沉积或图案化一或更多个附加层

(例如，第四层、第五层等等)。或者，基板110可由传输机器人232从第四中间腔室220获取，

并且基板110可被传输至第五中间腔室220，在第五腔室220中从处理系统200中移除基板

110。在其他实施例中，第二层150可以被沉积在与第三传输腔室230耦接的工艺腔室242中，

第三层160可以被沉积在也与第三传输腔室230耦接的工艺腔室240中，或者第三层160可以

被沉积在与第四传输腔室230耦接的工艺腔室240中。

[0035] 在进一步的其他实施例中，多个层可以被沉积或被图案化至特定腔室群集内的基

板110上。也就是说，多个层可以被沉积或被图案化至与特定传输腔室230耦接的工艺腔室

240、242内的基板110上。例如，第一层140可以在与第一传输腔室230耦接的工艺腔室240内
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被沉积，第二层150和第三层160可以在与第二传输腔室230耦接的工艺腔室240、242内被沉

积和/或图案化。任选地，在所述实施例中，然后可以在与第三和/或第四传输腔室230耦接

的一或更多个工艺腔室240、242中沉积和/或图案化第四层和第五层，此后，可将基板110传

输至第五中间腔室220并从处理系统200移除基板110。此外，与每个腔室群集相关联的负载

锁定腔室210可以存储第一屏蔽115、第二屏蔽125、第三屏蔽135或多种类型的屏蔽，以便能

针对给定的沉积或图案化工艺取用适当的屏蔽。

[0036] 广泛的工艺腔室可用于这里描述的处理系统实施例。例如，工艺腔室可操作以便

对铝氧化物、硅氮化物、HMDSO及其他类似的封装层进行等离子体加强的化学汽相沉积

(PECVD)、物理汽相沉积(PVD)或图案化。在一实施例中，一或更多个工艺腔室240、242可以

是可购自美国加利福尼亚州、圣克拉拉市(Santa  Clara)的应用材料公司的PECVD工艺腔

室。工艺腔室可配置有包括一或更多个照相机的视觉系统，一或更多个照相机可操作以提

供屏蔽和基板间的相对位置和/或对准的视觉指示。工艺腔室可操作以便在X-Y-Z和θ方向

上移动和旋转屏蔽。

[0037] 图3示出可操作以执行封装OLED器件的工艺的处理系统300。尽管结合特定工艺描

述了处理系统300，但处理系统300也能用于其他工艺，诸如工艺100。处理系统300包括两个

负载锁定腔室210、四个中间腔室220、三个传输腔室230以及十个工艺腔室240、242。传输机

器人232被设置在每个传输腔室230中。屏蔽供应源217可以与每个负载锁定腔室210可传输

连通。参考箭头205代表(多个)基板穿过处理系统200的流动方向。参考箭头215代表(多个)

屏蔽穿过处理系统200的流动方向。在处理系统300的两个相对端提供两个负载锁定腔室

210，在不打破系统300的真空环境的情况下，一个负载锁定腔室用于引入屏蔽，而另一个负

载锁定腔室用于从系统300移除屏蔽。

[0038] 在处理系统300的操作期间，基板110被置于第一中间腔室220内，一或更多个第一

屏蔽115的盒从屏蔽供应源217被传输到第一负载锁定腔室210。设置在第一传输腔室230中

的传输机器人232从第一中间腔室220取回基板110，从第一负载锁定腔室210取回第一屏蔽

115，并且将基板110和第一屏蔽115置于工艺腔室240中以便将第一层140沉积于设置在基

板110上的OLED  130之上。在沉积第一层140之后，从工艺腔室240移除基板110和第一屏蔽

115，并且将基板110和第一屏蔽115传输至第二中间腔室220。任选地，可以配置每个中间腔

室220进行旋转，以便将屏蔽和/或基板置于狭缝阀门附近，以便于传输机器人232获取。

[0039] 接着，第二传输腔室230中的传输机器人232从第二中间腔室220获取基板110和第

一屏蔽115，并且第二传输腔室230中的传输机器人232将基板110和第一屏蔽115置于工艺

腔室242中，用于将第二层150沉积和/或图案化在第一层140和OLED  130上。在沉积和/或图

案化第二层150之后，从工艺腔室242移除基板110和第一屏蔽115，并且将基板110和第一屏

蔽115传输至第三中间腔室220。第三传输腔室230中的传输机器人232从第三中间腔室220

获取基板110和第一屏蔽115，并且第三传输腔室230中的传输机器人232将基板110和第一

屏蔽115置于工艺腔室240中，用于将第三层160沉积在第二层150、第一层140和OLED  130

上。在沉积第三层160之后，从工艺腔室240移除基板110和第一屏蔽115。从基板110移除第

一屏蔽115，并且将第一屏蔽115传输至第二负载锁定腔室210中进行存储。然后将基板110

传输至第四中间腔室220，并且从处理系统300中移除基板110。还构想到，可以将多个层沉

积或图案化到特定腔室群集内的基板110上。
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[0040] 尽管已经相对于封装OLED器件的特定工艺描述了图3的处理系统，但还可以构想

到，处理系统300可用于执行封装OLED器件的其他工艺(例如工艺100)。例如，一或更多个第

一屏蔽115可以保留在第一传输腔室230中以沉积第一层140，一或更多个第二屏蔽125可以

保留在第二传输腔室230中以沉积和/或图案化第二层150，且一或更多个第三屏蔽135可以

保留在第三传输腔室230中以沉积第三层160，而不是在中间腔室220和传输腔室230之间传

输(多个)屏蔽。因此，仅仅基板110被传输，而屏蔽115、125和135保留在所述屏蔽的相应的

腔室群集中，而不是在腔室间既传输基板110又传输屏蔽115、125、135。

[0041] 图4示出可操作以封装OLED器件的处理系统400。处理系统400包括两个负载锁定

腔室210、五个中间腔室220、四个传输腔室230，以及十二个工艺腔室240、242。处理系统400

的操作类似于上述处理系统300的操作。然而，处理系统400在所述系统的每一端还包括一

个屏蔽腔室250。一旦已经把屏蔽引入了处理系统400，第一传输腔室230内的传输机器人

232就可以将一或更多个屏蔽存储在屏蔽腔室250中。在屏蔽腔室250中时，屏蔽可以被保持

在真空条件下，并且屏蔽可以被加热并维持在适当的温度(例如，约80℃至约100℃)。

[0042] 图5示出可操作以封装OLED器件的处理系统500。处理系统500包括五个中间腔室

220、四个传输腔室230、十二个工艺腔室240、242，以及四个屏蔽腔室250。处理系统400的操

作类似于上述处理系统400的操作。然而，处理系统500具有与每个传输腔室230连通的屏蔽

腔室250，并且处理系统500不包括任何负载锁定腔室210。作为替代，将一或更多个屏蔽供

应源217经由高架起重机270手动地引入中间腔室220。在一实施例中，可以移除中间腔室

220的盖子220(图7所示)，以便手动地交换屏蔽供应源217。

[0043] 图6示出与工艺腔室240、242和屏蔽腔室250可传输连通的传输腔室230的示意性

剖面视图。工艺腔室240、242可操作以便将屏蔽与基板对准，并且使用PVD或CVD工艺、用铝

氧化物、硅氮化物、HMDSO或类似的封装层来封装OLED。传输腔室230的传输机器人232可以

包括双臂设计，所述双臂设计可操作以便将屏蔽和基板引入负载锁定腔室210、中间腔室

220、工艺腔室240、242和屏蔽腔室250，并且从负载锁定腔室210、中间腔室220、工艺腔室

240、242和屏蔽腔室250获取屏蔽和基板。每个屏蔽腔室250可以存储多达9－12个屏蔽，并

且每个屏蔽腔室250可以维持约20℃至约100℃的腔室温度，以及/或者可以为粒子控制而

控制腔室压力/清洗。每个屏蔽腔室250还可以包括存储架251，存储架251可经由致动器252

垂直移动以便将屏蔽置于屏蔽腔室250的门的附近，以便于传输腔室230的传输机器人232

获取。

[0044] 图7示出与两个中间腔室220可传输连通的传输腔室230的示意性剖面视图。中间

腔室220可以包括一或更多个狭缝阀门221，基板和屏蔽可以通过狭缝阀门221被传输至和

传输自传输腔室230和其他腔室。中间腔室220还可以包括可移动盖子222，用于经由高架起

重机手动地引入屏蔽供应源217，比如屏蔽盒。可以将来自屏蔽供应源217的屏蔽移动至屏

蔽腔室250进行存储。屏蔽、基板、和/或屏蔽供应源217可以被置于中间腔室220的可旋转构

件上，所述可旋转构件可操作以将屏蔽、基板和/或屏蔽供应源217置于狭缝阀门221附近，

以便于传输机器人232获取。传输机器人232可包括用于处理基板的上臂233和用于处理屏

蔽的下臂234。上臂233和下臂234可围绕传输腔室230的中心轴229而旋转，以便在腔室间移

动基板和屏蔽。

[0045] 图8A和图8B示出中间腔室220的示意性俯视图和侧视图。中间腔室220包括用于支
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撑屏蔽和基板的基板夹226和屏蔽夹227。可以经由致动器223操作基板夹226和屏蔽夹227

来使用屏蔽和基板。屏蔽和基板可以被置于具有配重部分225的支撑构件228之上，配重部

分225可经由致动器224旋转。屏蔽和/或基板可以通过狭缝阀门221之一被引入，并且屏蔽

和/或基板可以被置于支撑构件228之上。支撑构件228可以绕中心轴229旋转至少180度，以

便将屏蔽和/或基板置于更靠近于另一个狭缝阀门221。以此方式，中间腔室220可操作以便

相对于传输腔室230的传输机器人232来放置屏蔽和/或基板，以便于在腔室之间取用。

[0046] 图9A示出传输腔室230的传输机器人232的上臂233的俯视图。如图9A所示，上臂

233处于支撑基板110的扩展和收缩的位置。上臂233包括末端受动器235，末端受动器235包

括用于从下方支撑基板110的一或更多个支撑构件。图9B示出传输腔室230的传输机器人

232的下臂234的俯视图。如图9B所示，下臂234处于支撑屏蔽的扩展和收缩的位置。下臂234

包括末端受动器236，末端受动器236包括用于支撑屏蔽并且用于支撑屏蔽的屏蔽框架和/

或最外缘的一或更多个支撑构件。末端受动器235、236的支撑构件可以间隔，以便提供基板

和屏蔽的最佳支撑。

[0047] 图10是根据一实施例的CVD装置1000的示意性剖面视图。装置1000包括腔室主体

1002，腔室主体1002具有穿过所述腔室主体1002的一或更多个侧壁的开口1004，开口1004

允许将一或更多个基板1006和屏蔽1008插入到所述开口1004中。在处理期间，基板1006被

设置在扩散器1012对面的基板支撑件1010上，扩散器1012具有贯穿所述扩散器1012中的一

或更多个开口1014以允许处理气体进入位于扩散器1012和基板1006之间的处理空间1016。

[0048] 为进行处理，首先通过开口1004将屏蔽1008插入装置1000，并且将屏蔽1008设置

在多个运动对准元件1018上。然后通过开口1004将基板1006插入，并且将基板1006设置在

延伸通过基板支撑件1010的多个举升销1020之上。然后，基板支撑件1010上升以接触基板

1006，使基板1006被设置在基板支撑件1010上。基板1006在基板支撑件1010上时被对准。

[0049] 一旦基板1006在基板支撑件1010上被对准，一或更多个视觉化系统1022就确定屏

蔽1008是否在基板1006上方正确对准。如果屏蔽1008未正确对准，则一或更多个致动器

1024移动一或更多个运动对准元件1018，以调整屏蔽1008的位置。然后，一或更多个视觉化

系统1022重新检查屏蔽1008的对准情况。

[0050] 一旦屏蔽1008在基板1006上方正确对准，屏蔽1008就下降至基板1006上，然后基

板支撑件1010在基杆1026上上升，直到遮蔽框1028接触屏蔽1008为止。在遮蔽框1028停留

于屏蔽1008上之前，遮蔽框1028在腔室主体1002内被设置在壁架1030上，壁架1030自腔室

主体1002的一或更多个内壁延伸而出。基板支撑件1010继续上升，直到基板1006、屏蔽1008

和遮蔽框1028被设置于扩散器1012相对的处理位置为止。然后，处理气体通过支撑板1034

中形成的开口自一或更多个气体源1032传输，同时向扩散器提供偏压。

[0051] 为了将屏蔽1008在基板1006上方正确对准，视觉化系统通过将一光线照射通过开

口1202的方式来操作，开口1202形成于基板支撑件1010并且穿过基板支撑件1010。光线照

射通过基板1006，以查看屏蔽1008的位置。如下面将讨论的，基板1006上将具有一或更多个

对准标记1302，在基板正确对准时，这些对准标记1302位于屏蔽1008中形成的一或更多个

开口1204的中心。因此，在透过基板支撑件1010查看对准标记1302时，一或更多个视觉化系

统1022将看见遮蔽框1028以及屏蔽1008的开口1204的边界。遮蔽框1028可由阳极氧化铝制

造。然而，由于阳极氧化铝为灰色，因此一或更多个视觉化系统1022在灰色的遮蔽框1028上
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查看对准标记1302时可能会有困难。因此，可以修改遮蔽框1028以配合视觉化系统1022。

[0052] 图11是根据一实施例的遮蔽框1028的仰视图。为了配合视觉化系统1022，遮蔽框

1028具有一位置1102，位置1102与来自每个视觉化系统1022的光线将照射的位置相对应。

位置1102是遮蔽框1028的并非阳极氧化铝的部分。遮蔽框1028的其余部分是阳极氧化铝。

应当理解，尽管已经示出了四个位置1102，但可以存在更多或更少的位置1102。在基板1006

上的标记和遮蔽框1028上的位置1102之间存在足够的对比，以确保视觉化系统1022能将标

记有效地显现在基板1006上。此外，在遮蔽框1028的阳极化部分和位置1102之间存在足够

的对比，使得视觉化系统1022能区分遮蔽框1028的各部分。位置1102可具有裸露的、非阳极

氧化铝，非阳极氧化铝会具有亮银色外观，而不是阳极氧化铝的灰色外观。或者，位置1102

可以包括被插入遮蔽框1028中的陶瓷材料，使得位置1102具有用于对准目的的白色外观。

在视觉化系统1022操作时，位置1102改进了关于阳极化的遮蔽框1028的对比度。

[0053] 图12是示出关于对准视觉化系统测量位置的对准元件1018的示意性图示。如图12

所示，基板支撑件1010具有多个贯穿的开口，不仅有供举升销1020延伸通过基板支撑件

1010的开口(见图10)，还有供对准元件1018延伸通过基板支撑件1010的开口。开口1012也

存在于和对准视觉化系统1022将操作的位置相对应的位置处。应当理解，对准视觉化系统

1022可以被设置在装置1000外部，并且对准视觉化系统1022可以使用诸如照相机这样的视

觉化元件和诸如光源这样的照亮元件来查看装置1000内部。对准视觉化系统1022通过在箭

头“A”所示的方向上照射光线而操作：使光线先通过基板支撑件1010内形成的开口1202、再

通过基板1006、再通过屏蔽1008内形成的开口1204、然后到达遮蔽框1028上的位置1102。然

后，对准视觉化系统1022测量对准标记1302与穿过屏蔽1008形成的开口1204的边界之间的

距离。

[0054] 图13是示出屏蔽1008在基板1006上正确对准时的穿过基板1006的仰视图。基板

1006上具有对准标记1302。在基板1006插入腔室之后，基板1006在基板支撑件1010上对准。

然后，对准屏蔽1008。为了正确对准，对准标记1302不仅位于基板支撑件1010内形成的开口

1202的中心(发生于屏蔽1008对准之前)，也位于屏蔽1008内形成的开口1204的中心。一旦

屏蔽1008在基板1006上正确对准，对准元件1018就可以把屏蔽1008下降到基板1006上。

[0055] 图14是根据一实施例的屏蔽1008和对准系统的示意性等距视图。如上文所讨论

的，首先使用末端受动器把屏蔽1008插入装置1000内，末端受动器将屏蔽1008设置在一或

更多个对准元件1018之上。在图14所示的实施例中，存在四个对准元件1018A－1018D。应当

理解，本发明不限于四个对准元件1018A－1018D。每个对准元件1018A－1018D耦接至一或

更多个致动器1024，致动器1024控制对准元件1018A－1018D的移动。

[0056] 对准元件1018A－1018D并不相同。两个对准元件1018A、1018D为X-Y-Z对准元件

(即，可经由致动器在三个不同平面上移动)，而另外两个对准元件1018B、1018C为Z运动对

准元件(即，经由致动器仅在一个平面上移动)。因此，所有四个对准元件1018A－1018D都能

够在与基板1006沉积表面垂直的平面上移动，而只有两个对准元件1018A、1018D能够在与

基板1006沉积表面平行的平面上移动。在图14所示的实施例中，X-Y-Z对准元件1018A、

1018D彼此不相邻，但却相对。类似的，Z对准元件1018B、1018C彼此不相邻，但却相对。

[0057] 图15示出位于基板1006上的屏蔽1008的放大视图。基板支撑件1010可以包括凸面

1502，凸面1502上支撑基板1006和屏蔽1008。当基板1006和屏蔽1008被基座1010升高时，遮
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蔽框1028在屏蔽1008边缘处的重量使屏蔽1008处于横贯凸面1502的张力状态。遮蔽框1028

可以覆盖屏蔽1008的多个部分，以阻止屏蔽和其他腔室部件之间的电弧。屏蔽1008在基板

1006之上处于张力状态，以避免在操作或处理期间屏蔽1008和基板106之间的移动或失准。

在一实施例中，屏蔽1008可以包括屏蔽支撑框架1504。屏蔽支撑框架1504可以是独立于屏

蔽1008的元件，或者屏蔽支撑框架1504可以包括屏蔽1008本身的一部分。此外，在各个实施

例中，屏蔽1008可以与基座1010电绝缘。

[0058] 通过使用两个X-Y-Z运动对准元件、两个Z运动对准元件以及一或更多个对准视觉

化系统将屏蔽在基板上方正确对准，可以使处理腔室内的屏蔽对准在±5μm的误差范围内。

[0059] 虽然上述内容针对本发明的各个实施例，但也可以设计本发明的其他实施例和进

一步实施例，而不背离本发明的基本范围，本发明的范围由所附权利要求所确定。
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图12
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摘要(译)

一种用于封装有机发光二极管（OLED）器件的系统和方法，允许：将基
板和多个遮罩有效地接收至真空处理环境中、在一或更多个工艺腔室间
传输基板和多个遮罩以沉积封装层，并且从处理系统中移除基板和多个
遮罩。一种封装有机发光二极管（OLED）器件的方法，包括：将一或更
多个遮罩置于基板上以将封装层沉积于设置在基板上的OLED器件之上。
一种封装有机发光二极管（OLED）器件的处理系统，包括：一或更多个
传输腔室；一或更多个负载锁定腔室，耦接至每个传输腔室并可操作以
将遮罩接收至真空环境中；以及一或更多个工艺腔室，耦接至每个传输
腔室并可操作以将封装层沉积于基板上。
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